M B Universidad Nacional
ARTURO JAURETCHE

Programa Regular

Denominacion de la Asignatura: Electronica |

Carrera/s ala/s cual/es pertenece: Bioingenieria

Ciclo lectivo: 2018

Coordinador: Ing. José Ignacio Pablo Gonzalez

Docente/s: Ing. José Ignacio Pablo Gonzalez - Ing. Ezequiel Mazzoni

Carga horaria semanal: 6 horas

Fundamentacion

Electrénica | es una materia obligatoria correspondiente al tercer afio de la carrera de
Bioingenieria.

En la materia los alumnos comprenden el funcionamiento de los principales dispositivos
electrdénicos, sus usos, sus parametros, sus limites, ejemplos de célculo de circuitos. Circuitos de

aplicacion.

En la materia los alumnos abordaran los conocimientos de transistores bipolares y efecto de
campo, dispositivos de disparo controlado, dispositivos auxiliares de disparo. En estos dispositivos
se veran los aspectos fisicos, circuitos equivalentes, circuitos de aplicacion, principales parametros

de funcionamiento.

Objetivos

Que los estudiantes al aprobar la materia, sean capaces de entender las caracteristicas
principales de los transistores, utilizar los manuales, disefiar, calcular y ejecutar, circuitos

de aplicacion.
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Que los estudiantes conozcan los amplificadores operacionales, conozcan sus principales
diferencias, y sean capaces de disefiar circuitos sencillos de amplificadores, sumadores,

inversores, integradores, diferenciadores.

Que los estudiantes conozcan los dispositivos de disparo controlado, y los dispositivos
auxiliares de disparo de los mismos. Que conozcan sus principales caracteristicas, y sean

capaces de disefiar circuitos sencillos de aplicacion.

Contenidos

Circuitos con diodos. Dispositivos de efecto de campo. Tipos de transistores unipolares. Transistor
bipolar de unidn. Estructuras, tipos y simbologia. Polarizaciéon del transistor bipolar de unioén.
Transistor bipolar de unién en pequefia sefal y baja frecuencia. Transistor bipolar de unién en alta
frecuencia. Transistor bipolar real. Dispositivos de disparo controlado. Dispositivos

optoelectrdnicos. Amplificadores operacionales. Modelizacién y procesos.

Unidades tematicas

Unidad 1.
Semiconductores de Germanio y de Silicio. Dopaje. Diodos en Polarizacion directa

e inversa. Curvas. Usos comunes. Circuitos de aplicacién con diodos.

Unidad 2
Transistor bipolar. Estructuras, tipos y simbologia. Caracteristicas. Polarizacién del
transistor bipolar de unidn. Ejercicios de aplicacién. Transistor bipolar de unién en
pequefia sefial y baja frecuencia. Modelos equivalentes. Caracteristicas. Usos.
Limites. Ejercicios de aplicacién. Transistor bipolar de unién en alta frecuencia.

Transistor bipolar real. Limites. Modelos equivalentes. Ejercicios de aplicacion.

Unidad 3
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Dispositivos de efecto de campo. Tipos de transistores unipolares. Caracteristicas.

Usos.

Unidad 4
Dispositivos de disparo controlado. Tiristores. Triacs. IGBTs. Caracteristicas.
Circuitos de aplicacidn. Ejercicios de aplicacion. Circuitos de potencia con
Tiristores, Triacs e IGBTs. Inversores. Circuitos de aplicacidon. Ejemplos de

aplicacion.

Unidad 5
Amplificadores operacionales. Caracteristicas. Amplificador operacional inversor.
Amplificador operacional No inversor. Ejercicios de aplicacion. Amplificadores
operacionales. Amplificador diferencial. Ejercicios de aplicacién. Amplificadores
operacionales. Sumador inversor. Circuito integrador. Circuito diferenciador.

Ejercicios de aplicacion.

Unidad 6
Dispositivos optoelectréonicos. Caracteristicas. Usos. Separacion galvanica.
Ejemplos de aplicacién. Ejercicios de aplicacion.
Diodo Zener. Caracteristicas, potencias, usos. Circuitos con diodos Zener. Ejercicios

de aplicacion.

Unidad 7

Modelizacidn y procesos.

Bibliografia
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Savant, Roden & Carpenter, Disefio electrdnico: circuitos y sistemas, Ed. Addisién-
Weley Iberocamericana, 2da. Edicién 1992, y 2000.

Keown J., PSPICE anda circuito analysis, Ed, Macmillan, 2da Edicion 1994.

Timothyt J. Maloney. Electrdnica Industrial Moderna. Tercera Edicidn. Prentice-Hall
Hispanoamericana, S.A. Edicion 1998.

Albert Malvino — David J. Bates. Mc Graw Hill. Ediciéon 2010.Principios de Electrénica.

7ma Edicion.

Propuesta Pedagogico-Didactica

Actividades Experimentales

Se realizardn las siguientes actividades experimentales:
1. Diodos: Pruebas y caracterizacion. Aplicacidn: Fuente de CC no regulada.
2. Transistores: Pruebas y configuraciones. Aplicacidon: Conversion de Temperatura a Tension

3. Amplificadores operaciones: Pruebas de caracteristicas basicas.

Las actividades se realizaran en aulas-taller y se cuentan con los siguientes elementos:
-Osciloscopios

-Multimetros Digitales

-Placas experimentales y componentes electrénicos basicos

-Fuentes de alimentacion reguladas

Problemas abiertos de ingenieria:
Se realizaran problemas con el concepto de laboratorio virtual, mediante software de
simulacidn, trabajos referidos a amplificadores a transistor bipolar probando su

funcionamiento en diferentes condiciones de operacion.
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Actividades de proyecto y disefo: En las actividades experimentales se realizaran las siguientes

actividades de proyecto y disefio
1. Disefo y desarrollo de fuente de CC no regulada
Para la realizacion de la actividad experimental se utilizaran los siguientes elementos:

-4 diodos rectificadores, 1kV, 1A
-Transformador 220V /12 V
-Resistencias y capacitores de varios valores
-Multimetro digital de propdsito general
0 Tensidn CC, Max 600V, Resolucién 1mV, +(0.5%+2)
0 Tensidn CA, Max 600 V, Resolucién 1mV, +(1%+3)
0 Corriente CC, Max 10 A, Resolucion 1mA, +(1%+3)
(0]

Corriente CA, Max 10 A, Resoluciéon 0.01 A, £(1.5%+3)

o

Resistencia, Max 40MQ, Resolucién 0.1Q, +£(0.9%+1)

0 Capacidad, Max 1000uF, Resolucién 1nF, £(1.9%+2)

0 Frecuencia, Max 50 kHz, Resolucién 0.01 Hz, #(0.1%+2)
0 Temperatura Max -402C/+4002C, Resolucién 0.12C

-Osciloscopio digital

0 Ancho de Banda de 40 MHz

0 Velocidad de Muestreo de hasta 2 GS/s en Tiempo Real

0 2 Canales

0 Pantalla LCD Monocromatica

0 Almacenamiento removible por medio de un puerto USB en el panel frontal

0 Conectividad transparente a la PC usando un puerto USB para dispositivos con el
software incluido OpenChoice y NI SignalExpress PC Software

0 Disparos avanzados incluyendo disparo por ancho de pulsos y de video con
seleccion de linea

0 Funcionalidad FFT estandard en todos los modelos

0 11 Mediciones Automaticas



(0]

(0]
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Interface de Usuario Multi- Idioma con ayuda sensible al Contexto
Impresion directa a todas las impresoras compatibles con PictBridge via Puerto

USB para dispositivos

-Placa experimental perforada de 5x10cm

-Soldador estandar y estafio

2. Sistema de conversién de temperatura a tension4

-Transistor tipo BJT (ej: 2N3904) de propésitos generales

-Resistencias de carbdn, 1/2W, 5% de los siguientes valores: 1kQ, 4.7Q, 470Q

-Termistor tipo NTC

-Fuente de CC regulada:

(0]

(0]

(0]

Tension de entrada: 220V +-10% 50HZ +-2HZ
Tension de salida: 0 a 30V

Corriente de salida: 0 a 3A

-Multimetro digital de propdsito general

0

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Tensidén CC, Max 600V, Resolucion 1mV, +(0.5%+2)
Tensidén CA, Max 600 V, Resolucién 1mV, £(1%+3)
Corriente CC, Max 10 A, Resolucion 1mA, +(1%+3)
Corriente CA, Max 10 A, Resoluciéon 0.01 A, £(1.5%+3)
Resistencia, Max 40MQ, Resolucién 0.1Q, +(0.9%+1)
Capacidad , Max 1000uF, Resolucion 1nF, £(1.9%+2)
Frecuencia, Max 50 kHz, Resolucion 0.01 Hz, £(0.1%+2)

-Temperatura Max -402C/+4002C, Resolucion 0.12CPlaca experimental perforada de 5x10cm

-Soldador estandar y estafio

Para la realizacion de la actividad experimental se utilizaran los siguientes elementos:
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Propuesta diddctica: Las clases se organizan en modalidades teorico- practicas con soporte de
presentaciones digitales. En los trabajos practicos se realizardn disefios, cdlculo y armado de

circuitos de aplicacidn. Los contenidos tedricos son el soporte de los trabajos practicos.

Actividades extra-aulicas: Se estableceran actividades practicas para que el estudiante pueda

practicar, a fin de consolidar los conceptos aprendidos en clase.

Régimen de aprobacion

La asignatura se aprobara por promocion directa, de acuerdo al reglamento Académico de la
Universidad.
Los requisitos de aprobacion seran los siguientes:

Haber cumplido con el 75% de asistencia.

Haber aprobado las 2 (dos) evaluaciones parciales o sus correspondientes evaluaciones
recuperatorias con 7 (siete) o mas puntos de promedio entre todas las instancias
evaluativas, sean éstas parciales o sus recuperatorios, debiendo tener una nota igual y/o
mayor a 6 (seis) puntos en cada una de éstas para promocionar la signatura. En caso de
obtener una nota de cursada entre 4 (cuatro) y menor a 7 (siete) puntos, el alumno deberd
rendir un examen final para la aprobacién de la materia. Cada parcial podra recuperarse

en las fechas establecidas en el cronograma.

Firma y Aclaracién



